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１．概要（Summary） 

Mg2Si は近赤外領域に対応したバンドギャップエネル

ギー(Eg = 0.61 eV)を持ち、構成元素であるMg と Siは

地殻埋蔵量が豊富にあり、毒性も低い[1]。このため、

Mg2Si は人体と環境にフレンドリーな材料であるといえる。

これまでの研究では、高純度（電子濃度：～1015 cm-3）の

n 型 Mg2Si バルク結晶を作製している[2]。 p 型不純物

として Agを n型Mg2Siに熱拡散させることで pn接合が

形成でき、波長 2 µm 以下で光応答を得ることに世界で

初めて成功している[3]。また、リング状電極を持つフォト

ダイオードをリフトオフプロセスより作製し、光感度の向上

を報告してきた[4]。本報告では、リーク電流を低減するた

めに、メサ構造をドライエッチングにより形成したので報告

する。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置装置 

 酸化膜ドライエッチング装置 

 プラズマ CVD装置 

 全自動スパッタ装置 

【実験方法】 

垂直ブリッジマン法により作製した低キャリア濃度の n

型 Mg2Si バルク結晶を 5 mm角に切り出す。厚さ 1mm

程度まで研磨し、表面を鏡面上に仕上げ、基板とする。

Agを真空蒸着し、熱拡散させることで p層を形成した。そ

の後、拡散されていない Ag を研磨により取り除き、表面

の平滑化を行う。フォトレジストによりパターンを形成し、ド

ライエッチングによりメサ構造を形成した。パッシベーショ

ン膜として、SiO2 を成膜し、リング状電極をスパッタ法によ

り形成した。 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1(a)にドライエッチングプロセスにより作製したデバ

イスの表面写真を示す。ドライエッチングによって、およそ

500 nm のメサ構造をもつ Mg2Si pn 接合フォトダイオー

ドを作製することができた。Fig.2(b)に作製したフォトダイ

オードの電流-電圧特性（J-V特性）を示す。ドライエッチン

グプロセスを用いて作製したデバイスにおいて、初めて明

瞭な整流特性を得ることに成功した。 

Fig.1 (a) Mg2Si pn-junction photodiode with ring 

electrode and mesa structure. (b)Current density-

voltage characteristic. 
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